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(54)【発明の名称】 薄膜トランジスタ及び液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  ＬＤＤ構造の薄膜トランジスタにおいて、Ｏ
ＦＦ特性を維持したままＯＮ電流を向上させる。
【解決手段】  絶縁基板１上に形成された島状パターン
を有する半導体薄膜２、３，４と、半導体薄膜の上に形
成されたゲート絶縁膜５と、ゲート絶縁膜の上に形成さ
れたゲート電極６とを備える。半導体薄膜は、ゲート電
極の両側に位置しn型不純物が低濃度に存在するＬＤＤ
領域４、及びＬＤＤ領域の外側に位置しn型不純物が高
濃度に存在するソース／ドレイン領域３を有する。ＬＤ
Ｄ領域上には層間絶縁膜７を介して金属電極１５、１６
が配置され、金属電極はゲート電極と所定の箇所で電気
的に接続されている。ＬＤＤ領域と金属電極とでＭＯＳ
構造が形成され、トランジスタがＯＮになると、ＭＯＳ
もＯＮになりＬＤＤの抵抗が下がる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  絶縁基板上に形成された島状パターンを
有する半導体薄膜と、前記半導体薄膜の上に形成された
ゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜の上に形成されたゲ
ート電極とを備え、前記半導体薄膜は、前記ゲート電極
の両側に位置しn型不純物が低濃度に存在するＬＤＤ領
域、及び前記ＬＤＤ領域の外側に位置しn型不純物が高
濃度に存在するソース／ドレイン領域を有し、前記ＬＤ
Ｄ領域上には層間絶縁膜を介して金属電極が配置され、
前記金属電極は前記ゲート電極と電気的に接続されてい
ることを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項２】  絶縁基板上に形成されたゲート電極と、
前記ゲート電極上に形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲ
ート絶縁膜の上に形成された島状パターンを有する半導
体薄膜とを備え、前記半導体薄膜は、前記ゲート電極の
両側に位置しn型不純物が低濃度に存在するＬＤＤ領
域、及び前記ＬＤＤ領域の外側に位置しn型不純物が高
濃度に存在するソース／ドレイン領域を有し、前記ＬＤ
Ｄ領域上には層間絶縁膜を介して金属電極が配置され、
前記金属電極は前記ゲート電極と所定の箇所で電気的に
接続されていることを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項３】  半導体薄膜としてポリシリコン薄膜を用
いたことを特徴とする請求項１または２に記載の薄膜ト
ランジスタ。
【請求項４】  半導体薄膜としてシリコン単結晶薄膜を
用いたことを特徴とする請求項１または２に記載の薄膜
トランジスタ。
【請求項５】  ゲート電極が複数存在するマルチゲート
タイプであることを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】  請求項１～５のいずれか１項に記載の薄
膜トランジスタを用いたことを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項７】  請求項６に記載の液晶表示装置を有する
画像表示応用機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する利用分野】本発明は、ＬＤＤ構造を有す
る薄膜トランジスタ、及びそれを用いたアクティブマト
リックス方式の液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置に用いられるポリシリコン
薄膜トランジスタの場合、信頼性の確保、リーク電流低
減の目的から、ｎ型薄膜トランジスタにはＬＤＤ構造を
取り入れたものが主流となってきている。
【０００３】図４は、従来のＬＤＤ構造薄膜トランジス
タの断面構造を示す。101は絶縁基板である。102はポリ
シリコン薄膜であり、薄膜トランジスタのチャネル領域
を構成する。103は薄膜トランジスタのソース／ドレイ
ン領域で、n型不純物が高濃度に存在するポリシリコン
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薄膜から構成されている。104はＬＤＤ領域で、n型不純
物が低濃度に存在するポリシリコン薄膜から構成されて
いる。105はゲート絶縁膜である。106はゲート電極で、
デュアル構造となっている。107は層間絶縁膜である。1
08はTi膜、109はAl膜であり、このTi膜108とAl膜109の
二層から配線が構成されている。110はプラズマSiNx、1
11は平坦化膜、112は画素電極である。113は、配線108
／109とソース／ドレイン103を接続するためのコンタク
ト部である。114は、画素電極112と配線108／109を接続
するためのコンタクト部でる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】上記のような構造のＬ
ＤＤ構造の薄膜トランジスタは、ＯＦＦ時のリーク電流
は低減できるが、ＬＤＤ領域の抵抗成分のため、ＯＮ電
流も低下してしまう。従って、ＬＤＤ構造薄膜トランジ
スタを駆動回路部に用いている場合は、最低動作周波数
が低下し、またＬＤＤ構造薄膜トランジスタを画素トラ
ンジスタに用いている場合は、規定時間に画素容量に信
号電位を十分に書き込むことが出来なくなるという問題
が生じる。
【０００５】本発明は、ＬＤＤ構造を有する薄膜トラン
ジスタにおいて、ＯＮ電流を増加させ、かつＯＦＦ電流
を低減することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の薄膜トランジス
タは、絶縁基板上に形成された島状パターンを有する半
導体薄膜と、半導体薄膜の上に形成されたゲート絶縁膜
と、ゲート絶縁膜の上に形成されたゲート電極とを備え
る。半導体薄膜は、ゲート電極の両側に位置しn型不純
物が低濃度に存在するＬＤＤ領域、及びＬＤＤ領域の外
側に位置しn型不純物が高濃度に存在するソース／ドレ
イン領域を有する。ＬＤＤ領域上には層間絶縁膜を介し
て金属電極が配置され、金属電極はゲート電極と所定の
箇所で電気的に接続されている。
【０００７】この構成によれば、ＬＤＤ領域は、ＬＤＤ
領域上の金属電極との間でＭＯＳ構造を形成し、かつ金
属電極とゲート電極は電気的に接続されているので、薄
膜トランジスタがＯＮになればＭＯＳ構造もＯＮにな
り、ＬＤＤ領域の抵抗が下がり、金属電極が無い場合に
比べてＯＮ電流が増加する。さらに、薄膜トランジスタ
がＯＦＦの時はＭＯＳ構造もＯＦＦになり、ＬＤＤ領域
の抵抗は増加し、金属電極が無いときよりＯＦＦ電流が
低下する。従って、ＬＤＤ構造を導入したことによる生
じるＯＮ電流低下という問題を解決することができる。
【０００８】半導体薄膜としてポリシリコン薄膜を用い
てもよい。また、半導体薄膜としてシリコン単結晶薄膜
を用いてもよい。
【０００９】さらに、ゲート電極が複数存在するマルチ
ゲートタイプとすることもできる。
【００１０】以上の構成は、トップゲート方式の薄膜ト
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ランジスタの場合について記載したが、ボトムゲート方
式の薄膜トランジスタの場合でも同様に構成することが
できる。
【００１１】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の実施の形態にお
ける、ＬＤＤ構造薄膜トランジスタの断面構造を示す。
1は絶縁基板である。2はポリシリコン薄膜であり、薄膜
トランジスタのチャネル領域を構成する。3は薄膜トラ
ンジスタのソース／ドレイン領域であり、n型不純物が
高濃度に存在するポリシリコン薄膜から構成されてい
る。4はＬＤＤ領域であり、n型不純物が低濃度に存在す
るポリシリコン薄膜から構成されている。5はゲート絶
縁膜である。6はゲート電極であり、デュアル構造とな
っている。7は層間絶縁膜である。8はTi膜、9はAl膜
で、このTi膜8とAl膜9の二層から配線が構成されてい
る。10はプラズマSiNx、11は平坦化膜、12は画素電極で
ある。13は配線8／9とソース／ドレイン3を接続するた
めのコンタクト部、14は画素電極12と配線8／9を接続す
るためのコンタクト部である。15はTi膜、16はAl膜で、
このTi膜15とAl膜16で電極を形成する。この電極は、図
２に示す所定の箇所でゲート電極６と接続されている。
【００１２】図２は、図１の薄膜トランジスタにおける
要部の平面構造を示す。（2、3、4）はポリシリコン薄
膜、6はゲート電極である。15／16は、ＬＤＤ領域上に
形成されたTi膜15とAl膜16からなる電極を示す。21はゲ
ート電極6と電極15／16を接続するためのコンタクト部
である。
【００１３】図３は、本発明と従来例の薄膜トランジス
タについて、電気的特性の比較を示したものである。32
は従来のＬＤＤ構造薄膜トランジスタのVds-Ids特性で
あり、31が本発明の薄膜トランジスタのVds－Ids特性で
ある。本発明の薄膜トランジスタは、従来のものに比べ
ＯＮ電流は増加し、ＯＦＦ電流は低減できていることが*
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*判る。
【００１４】なお、上記の実施形態では、トップゲート
方式の薄膜トランジスタを示したが、ＬＤＤ領域とＭＯ
Ｓを形成する電極があり、この電極がゲート電極と電気
的に接続されていれば、ボトムゲートタイプの薄膜トラ
ンジスタ構造でもよい。さらに、上記の実施形態では、
ＬＤＤ領域とＭＯＳを形成する電極は配線の電極と同じ
レイヤーで同じ材質を用いているが、別レイヤーで別の
材質を用いていてもよい。
【００１５】
【発明の効果】本発明の薄膜トランジスタによれば、従
来に比べＯＮ電流を増加させ、かつＯＦＦ電流を低減す
ることができる。また、本発明の薄膜トランジスタをア
クティブマトリックス方式の液晶表示装置の駆動回路に
用いると、駆動周波数を向上させることができ、画素ト
ランジスタに用いると、信号電位の書き込みを十分に行
うことができ、画質が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における薄膜トランジスタ
の構造を示す断面図
【図２】同薄膜トランジスタの構造を示す平面図
【図３】同薄膜トランジスタの電気的特性を示す図
【図４】従来例の薄膜トランジスタの構造を示す断面図
【符号の説明】
１  絶縁基板
２  ポリシリコン薄膜
３  ソース／ドレイン領域
４  ＬＤＤ領域
５  ゲート絶縁膜
６  ゲート電極
１５  Ti膜
１６  Al膜

【図１】 【図２】
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